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【はじめに】本研究では、MOCVD により成長させた平坦膜 p 型 GaN 上に、DC・RF スパッタリ

ング蒸着を用いて n 型 GaN の結晶成長に関する検討を行った。MOCVD による n 型 GaN の結晶

成長では、その下に配置された p-GaN 層において Mg の再不活性化という問題が発生するが、ス

パッタリングでは成長システムに水素を含まないため、この問題が生じないという利点がある。

また、スパッタリングは MOCVD プロセスと比較してはるかに低い温度でのⅢ族窒化物の成長を

可能にする。 

【実験方法】まず、MOCVD により成長させた平坦膜 p 型 GaN 上に、GaN ターゲットのみを用い

てスパッタリングを行い、成長させた i 型 GaN 単膜の結晶性、電気伝導特性を評価した。次に、

MOCVD により成長させた平坦膜 p 型 GaN 上に、GaN ターゲットと、Si ターゲットを用いて二元

スパッタリングを行い、成長させた n 型 GaN 単膜の結晶性、電気伝導特性を評価した。 

【結果と考察】平坦膜 p 型 GaN 上にスパッタリングした i 型 GaN は、MOCVD により成長させた

平坦膜 p 型 GaN と同程度の結晶性および、電気伝導性を得られた。Si をスパッタリングした n 型

GaN の表面は、平坦膜 p 型 GaN 上にスパッタリングした i 型 GaN の表面と比較して表面平坦性

が悪化した(図１)。また、n 型 GaN には電流が流れなかった。二元スパッタリングの条件の最適

化が必要となる。スパッタを用いた Si ドーピングの最適な条件、デバイス特性等、詳細な内容に

ついては当日報告する。 

 
Figure1：Difference in surface condition due to Si doping 
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